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FETري تقويت كننده هاي ترانزيستو6فصل  FETري تقويت كننده هاي ترانزيستو

رسول  دليرروي فردرسول  دليرروي فرد1

ننده بهرهبراي ساخت تقويت كننده هاي سيگنال كوچك كه ارائه ك FETاز 
.ولتاژ با امپدانس ورودي زياد هستند، استفاده مي شود

مشابه  JFETامپدانس ورودي بزرگتري نسبت به مدار  MOSFETالبته مدار 
.دارد

.ت، مقاومت بين گيت و سورس معمولا بيش از       اس JFETدر مدل   910

.ت، مقاومت بين گيت و سورس معمولا بين      تا        اسMOSFETدر مدل   12101510

 هستند، بطوريكه فقط همه BJTمشابه تحليل مدارهاي  FETتحليل مدارهاي 
.پارامترها بر حسب         به جاي      بدست مي آيد gsvbi

و در ناحيه اشباع يكسان بوده و به د FETسيگنال كوچك همه نوع  acمدل 
:فرم رسم مي شود 

FETمشخصات تقويت كننده هاي 
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.دازيممدار اساسي وجود دارد كه به تحليل پارامتري هر يك از آنها  مي پر 3
CSك تقويت كننده سورس مشتر

RD

VDD

RS CS

Co

Ci

RG

vo

vi

+

-

CSك تقويت كننده سورس مشتر -1
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:ت اگر خازن سورس وجود نداشته باشد، مدار معادل چنين اس
CSك تقويت كننده سورس مشتر
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CDك تقويت كننده درين مشتر
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CGرك تقويت كننده گيت مشت
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CS: مثال 

: 1مثال 
وازي       را در نظر گرفته و يكبار فرض كنيد كه خازن      م 5فصل  1مثال 

: كنيد  همچنين فرض. داريم و بار ديگر فرض كنيد اين خازن وجود ندارد
SCSR

dsr 40 K 
در بهره ولتاژ و امپدانس ورودي و خروجي و ماكزيمم ولتاژ خروجي چق

است؟
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CS: مثال 
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i GR R 1 M 

o ds m S S DR [r (1 g R ) R ] || R   3.166 K 

:با وجود خازن        SC

d maxi 2.59 mA

Pomax D dmaxv 8i .5R 5 V

:بدون وجود خازن        SC

d maxi 2.07 mA

Pomax D dmaxv 6i .8R 3 V


